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Injection-molded circuit board, carries ramped tracks terminating at studs 
with laser-beam activated upper surfaces forming flip-chip connections 
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Abstract of DE1 021 7700 

The substrate (4) carries studs (7) projecting 3 

above the base surface (8). Stud end faces \ i 



are suitable for flip-chip contacting. They form 
parts of tracks (6) running on the substrate. 
Their upper areas are laser-beam activated. A 
ramp (17) joins the track on the base surface 
with the outer circumference of the stud end 
face (9). 
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Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Spritzgegossener Schaltungstrager und damit ausgestattete elektrische Schaltungsanordnung 

@ Es wird ein spritzgegossener Schaltungstrager (2) vor- 
geschlagen, der ein Tragersubstrat (4) mit mindestens ei- 
nem Kontaktierungshocker (7) aufweist. Die Hocker-Stirn- 
flache (9) tragt eine Kontaktflache (13) zur Flip-Chip-Kon- 
taktierung eines Chips (3). Die Kontaktflache (13) ist Be- 
standteil einer Leiterbahn (6), die zwischen der Substrat- 
Grundflache (8) und der Hocker-Stirnflache (9) auf einer 
im Bereich des AufSenumfanges des Kontaktierungshok- 
kers (7) vorgesehenen Rampe (17) verlauft. Auf diese Wei- 
se wird eine Laseraktivierung des Substratmaterials be- 
gunstigt. Es wird ferner eine mit einem solchen Schal- 
tungstrager (2) ausgestattete elektrische Schaltungsan- 
ordnung (1) vorgeschlagen. 
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Bescfazeibimg Gnmdflgche vorstebenden Kontaktieiuagsh5cker aufwdst, 

an dessCT StimiiScbe eine zur Fl^>-Cbip-KoQtaktieniDg ei- 

[0001] Die Erfindung betiifft dnen spritzgegossoien oes Chips geeignete KoataktflSche angeordnet ist, die Be- 

SchaltupgstrSger mit einem 'Mgersubstrat, das einea Oder standteil dner entlang eines laserstrahla]cdviert«i Obeifll^ 

mehieie Kontakderuqgshdcker (studs) aufweist, die zur 5 dienbereiches des 'KageisubstiatBS vedaiifeodeo Ldter- 

Kontakdening eines C^ps dienen. FemerbetriSt die Erfin- bahn ist, die zwischen der Substrat-Grundflfiche und der 

dung eine mit dnem solchen SchaltungstiSger ausgestattete H<$cker-Stimfl8che auf einer im Beiddi des AuSenumfan- 

elektrische Schalnmgsanordnung. ges des Kontakdemng^hbckers voigesehenai Rampe ver- 

[0002] In so genannter NDD-Tbcbnologie (MID = Moul- lauft 

ded Interconnect Device) gefertigte spritzgegossene Schal- 10 [0009] Die Au^abe wird feraer gel6st durch dne dektri- 
tungstrager finden vennehit Veiforeituog, weil sie, anders als sche Schaitungsanoidnung mit einem spritzgegossenen 
konventionelle Lelterplatten, die Realisierung komplexer, SchaltungstrSger des voigaiannten Aufbaus, der mit minde^ 
drddimensionaler Leiteistrukturen ermdglichen. Die stens einem Chip in FUp-Chip-lbchnologie bestiickt ist 
EP 0782765 Bl beschidbt tnfigliche Aufbauten und Stnik- [0010] Das Mxfaandensdn dner Rampe zum Oberleiten 
tureo soldier SchaltungstrSgei; wobei dn aus thennoplasti- 15 der Leiterbahn von der Substrat-Grundfl§che zur Hocker- 
schem Kunststoffmaterial bestehendes IVagersubstrat als Stirnfliche ensiogUdit dnra ftir die der Metallisierung vor- 
Spritzgussteil zugrunde gelegt wird, an dessen Oberfiache ausgehende Laserstrahlaktivierung optimalen Oberflachen- 
dem gewunschten >^auf entspiechende Leiteifoahnen aus- verlauf des Tragersubstrates. Die Rampe lasst sich in ihrer 
gebildetwerden.DieLeiteibahnensindhierdasEigebiusei- Neigung und in ihien Obeigangsbereidien zur Substrat- 
ner Laser-Strukturierung des zuvor ganzfladsig metalli- 20 GrundfL&che und zur Hocko'-Stimfiache so ausbilden, dass 
sieiten Trageisubstrates. Zum Erhalt von KontaktflScheo fiir die der Realisierung der zugehoiigen Ldterbahn voiausge^ 
die FLip-Chip-Kontaktierung eines Chips verfligt das hendeLaserstrahlaklivierungdme AnderungderReJadvor- 
gersubstrat Qber einstflddg angeformte Kontaktierungshdk- ientieiung zwischen Lascaistrahl und 'DiSgersubstrat m5glich 
kcr (Polymer Studs), die an ihrer Stimflache mit einer Kon- ist. Auf dicse Weisc kann bcispiclsweisc gewahrleistet wct- 
taktfl&:he versehen sind, welche Bestandteil dner auf dem 25 den, dass ein rechtwinkelig zur Ausdehnungsebene der Sub- 
Tr^ersubstrat verkufenden und durch die Laser^Stiukturie- strat-Giundflache orientiot^ Laserstrahl die zu metallisi&- 
rung herausgcarbeiteten Leiterbahn isL renden Bcreiche mit optimalem Energieeintrag strukturieren 
[0003] Ahnliche Technologien werden in dor kann, wobei auch das Strukturierm im Bereich der Rampe 
HP 0968631 Bl und in der US 5081520 beschriebea mdglich ist, ohne das IHgersubstrat durch aufwoidige 
[0004] DievorstehKiddiskutiertea,bekaimtenMID-'Ibcb- 30 HandhabungsvomchtungeD zu verschwenken. 
Dologieo haben den Nachtdl, dass sie eine umfangreiche [0011] Vortdlhafte Wdterbildungen der Erfindung gehen 
chemische Vorbehandlung des spritzgegossenen "Mgersub- aus den Unteransprilcfaen hervor. 

strates erfoiderlich machen und die gesamte Oberflache des [0012] Die beiden Obergangsbereiche zwischen der 

Tr^ersubstrates dnem sicb negativ auf die M%rkstof!eigen- Rampe und zum einen der Substrat-Grundfl^B sowie zum 

schaftoiauswirkendcnchemischenAngriffausgesetztwird. 3S andercn der HOckcr-StimflSche sind zweckmSfiigerweisc 

[0005] Man setzt daher neuerdings verstgrkt auf eine abgerundet, so dass keine stdienden Kanten auftrcten. Auch 

MTD-Tbcbnologie mit einer Laser-Direkt-Strukturierung. ist es von Vorteil, wenn die Rampe zwischen den beiden 

Bei diesem, beispielsweise in der Zdtscbrift "PLASTVER- Obergangsbereichen dne durchgehend gleichbldbende 

ARBErrER", 52. Jahigang (2001), Nn 11, Sdte 92, ange- Steigung besitzt Als voiteilhaft hat ridi «wiesen, wenn die 

sprochenen Verfiahzen wird das Schaltungs-Layout auf d- 40 Ndgung der Rampe maximal 45° betr^t Ein Neigungs- 

nem Hochleistungskunststoff (beispielsweise sogenanntes winkel von zumindest im Wesentlichen 45° btetet nach der- 

PBTMID,PA6/6TMID oderPPMID)erzeugt,indemmitd- zeitigem Kenntnisstand den optimalen Kompromiss zwi- 

nem dem gewUnschten Ldterbahnverlauf folgcnden Laser- schen zuverlassiger Laserstrahl-Aktivierbarkdt und gcrin- 

strahl bestimmte Oberflachcnbeieiche des lirSgcrsubstratcs gem Platzbedarf flir die Ausgcstaltung der Rampe. 

akdviert werden, an denen durch naxMolgende auBenstrom- 45 [0013] Zur Bildung der Rampe ist zweckmaBigerweise an 

lose Metallisierung dne Metallschicht zur Bildung der ge- einer Stelle des Umfanges des betrefienden Kontakderuogs- 

wQnsditen Ldterbahnen aufgebracbt wird. Da keine LO- backers ein zur Sdte hinabstefaoida Rampenk5iperau$ge- 

sungsmiud und kdn At^nozess ndcig sind, cigeb» sich biidet Do: Ran^nkdrpor kann an der von da: Substrat- 

unter anderem 6kologische \brteile. Auch die Werkzeugko- Grundflache wegweisenden Sdte eine scfaaefe Ebene defi- 

sten sindrelativ gering, SO nierea, die die Rampe bUdet 

[0006] SoUen allerdings mit diesem Vcrfahrcn PSGAs [0014] Der Kontakticrungshockcr selbst kann abgestuft 

(PSGA = Polymer Stud Grid Array) der obcn geschildertcn sein, so dass sich zur HQcker-StimflSche hin ein sidi verrin- 

Art hergesteUt werden, bedarf es eines nicbt unerheblichen gemder (Juerschnitt dnstellt 

MaschinenaufSvandes, um die zum Zwecke der Laseiakti- [0015] Der Schaltungstr^ger Icann an der gleichen Seite 

vierung in einer \brrichtung fixierten 'Mgersubstrate stets 55 ohne wdteres mehrere KontaJcti^ngshdcker aufweisen. 

so rdadv zum Laserstrahl zuposLtiooieren, dass auch an (kn Besondcxs voiteilhaft ist die Zusammenfassung mduerer 

abruptra Obeigangsbeieichen zwischen der Substrat- K<mtaktierungsbOcker in einer K<»itakdeiung8Zone, so dass 

Grundfitcfae und dem Kontakderungshdcker sowie an den ihre Kontaktflichen vorteilhaft gleichzddg mit einem auf- 

teils recht steilwandigen Umfangsfl&hen der Kontaktie- gesetzten Qnp in Plip-Chip-lbchnologie elektrisch kontak- 

rungshScker ^e gewtinschte Laserstrahlakdvlerung eifol- 60 ticrbar und mechanischveibindbar sind 

gen kann. [0016] Im Zusammenhang mit der Flip-Chip-Montage ist 

[0007] Es ist daher die Aufgabe der voriiegenden Erfin- es vorteilhaft, wenn die Rampen der zugeordneten Kontak- 

dung, Mafinahmen vorzuschlagea, die auch bd PSGA- derungshdcker so angeordnet sind, dass ihre AbgMnge sym- 

SchakuqgstrSgem eioe relativ ein&che Laser-Direkt-Struk- metrisch voneinander wegstreben. \^ allem wenn der Chip 

turiening ermdglichen. 6S durch Aufldeben fixiot wird, kann dadurch ein Wsg- 

[0008] Gddst wird £ese Aufgabe durch einen spritzge- schwimmen des Chips bd sdner Flatzierung auf dem Kleb- 

gossenen Schaltungstr^g^ tmt einem 'Mgersubstrat, das stoff vermieden werden. 

mindestens einen bezQglich der benachbarten Substrat- [0017] Im Zusammenhang mit dner Montage dutch Kle^ 
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bee ist (He >^nveQdung eines azdsotrop elektrisch leiteodeo 
Klebstoffes vortdlhaft Dleser Xlebstoff kann glelchzeidg 
die Funktion eines UoderfiUeis Qbemehmen, so dass sich 
das separate App^mn eines gesoodecten Underfillers er- 
iibrigt 

[0018] Nachfolgeod wird die Erfinduiig anhand der beilie- 
gaxLeo Zdchnung nfiher ^Suten. In dieser zdgen: 
[0019] Fig. 1 einoi Ausschniu aus einer bevorzugten Aus- 
Mmingsform des ^ritzgegossenen SchaltungstiSgeis, wo- 
bd das Trdgersubstrat in Plip^^ip-lbchnologie mit eioeni 
Chip bestQckt ist, 

[0020] Fig. 2 den in Fig. 1 maiiderteo Ausschnitt n im 
Queischzdtt zur ^ferdeutlicfaung der Montagemafinahmen, 
[0021] Fig. 3 die Anordnung aus Fig. 1 vor dem Bestiik- 
ken mit eineoi Chip, wobei vler in einer Kontaktlerungszonc 
platzieite Kontaktieiungshdcker ersichtlich sind, 
[0022] Flg^ 4 eine Draufsicht auf die Anordnung gemMB 
Fig. 3 im Beieich eines Kontakdeiungshdckeis mit Blick- 
richtung gemaB Pfcil IV und 

[0023] Fig. 5 eine teiiweise geschnittene Seitenansicht der 
Anordnung aus Fig* 3 im Bereich eines Kcmtaklieningsh6k- 
kers mit Blickrichtung gemMB Ffbil V 
[0024] Die Zeichnung zeigt eine allgemdn mit Bezugszif- 
fer 1 bezeichnete eldctrische Schaltungsanordnung mit ei- 
nem spritzgegossenen SchaltungstrSger 2, der mit minde- 
stens einem Chip 3 bestikkt ist 

[0025] Der spritzgegossene Schaitungstr^ger 2 ist als drei- 
dimensionales MID-lbil konzipiert. £r entbSIt ein aus 
sfxitzgiefi&higem, voizugsweise tfaermoplastisdiem Kunst- 
stof&nateiial bestefaendes IVflgersubstiat 4, das an mind&- 
stens einer Besttlckungsseite 5 mit Leitcarbahnea 6 versehen 
ist, die zur Dbertragung elektrischcir Signale zwischen be- 
darfsgemMS platzierteo Anschiussstellen und einer oder 
mehieren Mektronikkomponenten dienen. Das Ausfiih- 
rungsbelspiel zeigt eine Anordnung, bei der mehrere Leiter> 
bahnen 6 gleichzeitig mit einem auf dem Schaitungstrager 2 
platzieiten Chip 3 elektrisch kontaktiert sind. Der Schal- 
tungstrSger 2 kann mehrero BestuckungsseitBO aufweisea 
[OO^ Zur Kontaktierung des Chips 3 ist der Schaitungs- 
trager 2 an mindestois einer Bestitekungsseite 5 mit mehre- 
ren, als einstiickiger Bestandteii des IVagersubstiats 4 aus- 
gebildeten Kontaktierungshockem 7 versehen. Die Kontak- 
tierungsh3cker 7 stehen tiber die benacbbarte Substrat- 
GnindH^e 8 vor und sind an ihier von der Substrat-Giund- 
flache 8 wegweisenden StimflMche - nachfblgend als H6k- 
ker-Stimilache 9 bezeidmet - jewdls mit einer eisten Koch 
taktflSche 13 versehen. 

[0027] Die zur Kontaktierung dnes Chips 3 dienenden 
Kontakdenmgshdcker 7 sind gemdnsam in einer Kontaktie- 
mngszone 14 zusammengefasst, wobd ihie Anzahl und ihr 
Verteilungsmuster der Anzahl und dem \todlungsmuster 
zweiter Kontaktflgcben 15 ent^cht, die an der Kontakde- 
rungssdte 16 des zu kontaktierenden Chips 3 voigesehen 
sind 

[0028] Auf diese Wdse kann der Chip 3 in so genannter 
Flip-Chip-Technologie an dem ^tzgegosseora Schai- 
tungstrager 2 gldchzeitig sowohl elektrisch kontaktiert als 
auch medianisch fixiert werdeQ. 

[0029] Die ersten Kontaktflachen 13 sind jeweUs Bestand- 
teii dner zugeh6rigen Lelterfoahn 6, die teUwdse auf der 
Substrat-Grundfl^he 8 veriauft und die ausgehend von doit 
im Bereich des AuBenumfanges des zugehtirigeo Kontaktie- 
rungshdckeis 7 zu dessen Hdcker-Stimilache 9 hocbsteigt 
[0030] Beim Anstieg zur Hdcker-Stimfl^he 9 verl^ft 
eine jeweilige Ldterbahn 6 auf einer im Berddi des AuBen- 
um&nges des zugehdrigen Kontaktierungshfickers 7 az^e- 
ordneten Rampe 17. Diese Rampe 17 ist beim Ausfiihrungs- 
bdspiel von einer Schr^&;he gebildet, die vezgleichbar ei- 
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n^ sdnefeo Ebene eine durchgehend gldcfableibende Stei- 
gung besitzt und die endsdtig durdi abgerundete Ober- 
gangsbeidche 18, 19 zum einen in die Substrat-GrundflSche 
8 und zum andem in die HOdcer-StimflSche 9 QbergehL 
5 [0031] Darausresuldertdnents{»:echenderVBriaufderje- 
wdls zugehdrigen Leiterbahn 6. 

[0032] Um die Leiterbabnen 6 dem geschilderten Verlauf 
oitspiechend herzustdloi, wild das Verfiahren der so ge- 
nannten Laser-Direkt-Strukturierung angewandt Ausgangs- 
10 punkt ist hieibd bdspielswdse ein fUr MED-Einsitze c^ti- 
miert^PBT-Kunststoff (Polybutylenterephtalat), wobd das 
Kunststofibnaterial mit eingebetteten Metallpaitikdn bzw. 
Metallkeimen - beispielsweise aus FaUadium oder Kupfbr - 
versehen ist Besonders empfehlenswert ist Kmiststof&nate- 
15 rial, das von der Firma LPKF Laser & Electronics AG, 
30827 Garbsen, Deutschland, unter der Bezdchnung 
PBTMID vertrieben wird. 

[0033] Nach d^ Spiitzgussfertiguog des TVagersubstrates 
4 - dnscblieBlich den als "Studs" bezdchenbaren Kontak- 
20 tierungsh8ckem7-wirddurdilokaIeAkdvierungderSub- 
stratobedliche mittels Laserstrahl das gewiinschte Schal- 
tungs-Layout ^eugt Hiei:bd wild dn Laserstrahl (Iber die 
OberflSche des lY^gersubstratos 4 fainweggefQhrt, wobd in 
den besd:ahlten Oberflachenberddien dne lokale Material- 
25 aktivierung stattfindet Zum einen werden aus speziellen, 
niditleitenden ^^rksubstanzen Metallkeime abgespalten. 
Gleichzeitig erzeugen weitere Fiillstoffe des Kunststof[ma- 
terials eine ausgepragte Rauhigkeit auf der bestrahlten 
Oberflache. Bd einem sich anschlieBenden galvanischen 
30 Metallisieningsprosess erfolgt im Berdch der abgespalte- 
nen und teilwdse frdgelegten Metallkdme eme lokale, doc 
Laserspur folgende KupfCTietallisierung, wobd durch die 
Rauhigkeit dne sehr gute Haftamg fur die im Galvanikbad 
entstehende Metallschicht gew^hileLstet wild 
^ [0034] Auf diese Weise ergeben sich die Ldterbahnen 6 
ausschliefilich und exakt in denjemgen Oberflachenbetci- 
chen des IV^gersubstrates 4, die vcxausgefaend der geschil- 
derten Laserstrahlaktivierung ausges^zt worden sind. 
[0035] Dutch die rampenartige AuBenumfimgsgestaltung 
40 der Kontaktierungshocker 7 ist gewShrleistet, dass dn ge- 
mafi Ffeil 22 lechtwinkelig zur Substrat-Grundflache 8 ab- 
strahlender Laserstrahl in der Lage ist, alls relevanten Ober- 
flSchenberdche - einschlieBUch dem tibcrgang von der 
Substrat-Grundil^he 8 zu tlnec Hdcker-StimflMche 9 - op- 
45 timal zu behandeln, selbst wenn er ausschliefilich derait — 
beispielswdse durch ein 3-Achs-Positioniersystem - verla- 
gert und positionlert wird, dass sich die Reiativorimtierung 
zwischen ihm und dem IKgusubsnrat 4 nicht Sndert. Da- 
durch kann auf einfache Gergtschaften zunlckgegriffen wer- 
SO den, bd deren Anwendung es insbescxidere nicht eiforder- 
lich ist, die raumliche Orientierung des lYagersubstrates 4 
mit Bezug zum Laserstrahl 22 zu andem. 
[0036] In diesem Zusammenhang ist voigesehen, dass die 
Rampe in ihrer Ndgung und in ihren 'Obergangsbeieichen 
SS 18, 19 zur Substrat<Giundfl3cbe 8 und zur H5ckei>Stimfl&- 
che 9 so ausgebildet ist, dass die Laserstrablakdvierung 
mOglich ist, ohne die Qrienderung von Uiserstrahl und Ihl- 
gersubstrat rdativ zueinander zu verandem. 
[0037] Als vorteilhaft hat es sich in diesem Zusammeo- 
fio hang erwiesen, maximal eine 45°-Ndgung (N) der Rampe 
17 mit Bezug zur Substrat-GrundflSche 8 vorzusehen. Nei- 
gungswinkel von weniger als 45° sind zwar ebenfalls mtig- 
lich, fiihren jedoch dazu, dass ach dext}bezgangsberdch 18 
zur Substrat-Grundfl&che 8 weiter vom zugeordneten Ejon- 
65 taktierungshdcker7eatfemt,sodasseinhdhmrRatzbedarf 
entsteht 

[0038] Die Rampe 17 ist zweckmSfiigeiweise an einem 
Rampenkfirper 23 ausgebildet, der sich an einer Stelle des 
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Umfanges des jeweiligea Kontakdanngshdckexs 7 befindet 
UDd dort zur Sdte hio absteht Soli die Leiterbahn 6 iiber we- 
Digstens zwei AbgSnge won der ersten Kcmtaktll^he 13 vec- 
ftigco, kann doe entspcecheode Mehrzahl von Rampeo 17 
UDd zugefadngen Ran^»Ilk^Ipe^l 23 tiber den Utnf ang des 5 
KontaktienuigshdctcBis 7 veiteilt angeordnet sein. 
[0039] Wte sich insbesondeie aus Fig. 4 und 5 erglbt, sind 
die Kontaktiai]ngsh5cker7 zweckm&fiigeiwelse in Hc^ieo- 
riditung abgestuft, so dass sich ihr Querschnitt zur H5d£ei> 
StimflSche 9 bin verringert Beim AusfUhningsbeispiel liegt lO 
cine kreisfonnig k<mtudcrte Gnindstruktur vor; die um- 
fangsseitig an der Stelle der Sampe 17 bzw. des Ranq>eQ- 
k5rpets 23 unteibrocfaen ist 

[0040] Ob^ich sich die eisten Kontaktflachen 13 flir uEh 
terscbiedliche Koataktienmgsarten dgnen, ist eine BestUk- 15 
kung mit einem Chip 3 in Flip-Chip-Technologie besonders 
vorteilhaft Dabd wild der Chip gemSB Fig^ 2 in Face- 
Down-Orientiexung mlt seinen zweiten Kontaktfl^hen 15 
zuordnungsrichtig auf die ersten Kontaktflachen 13 der 
KontakcierungshScker 7 aufgesetzt und an$chlie£end ge- 20 
bondet Bevcxzugt kommt eine Klebeverbindung unter Bin- 
satz eines elektnsch leitenden KlebstofiEes 24 zur Anweo- 
dung, wobei der Ki^stofF zwischen den dnander jeweils 
zugewandten Paaren oster und zweiter K(nitaktflSchoi 13, 
15 applizieit wird. 25 
[0041] Bei dem Klebstoff 24 kdnnte es sich um dnen iso- 
trop elektrisch leitMiigen Klebstoff handeln, der aus- 
schlieBlich im Kontaktierungsbeieich zwiscboi den dnan- 
der jeweils zugeoidneten ersten und zweiten KantaktASchra 
13, 15 angeoidnet wird. Id den neben den Kontakdenings- 30 
bereichen liegenden Beieichen zwischen dem Chip 3 und 
dem TrSgersubstrat 4 wild dann zweckm^igerweise ein aus 
einem andeien, nicht leitendra Material bestehender Under- 
iillBr plaziert. Besondeis vorteilhaft ist jedoch die beim Aus- 
fiihrungsbeispicl voigesehenc Realisierungsform, bei der 3S 
der Klebstoff 24 Uber anisotrope elektrische Leitfahigkeit 
verfiigt und gleichzeitig auch die Funktion des UnderfiUeis 
zwischen Chip 3 und IV^ersubstrat 4 Obenunmit 
[0042] Der anisotrope Leitkleber 24 besteht beispiels- 
wdseausdnerKlebstoSpaste^indorleitfiihigePartikelaus 40 
Silber, Nickel, Gold oder metallbeschichteten Kunststofiku- 
geln statistisch veiteilt sind Der FMungsgrad ist so dnge- 
stellt, dass der KlebstofT von Hause aus in kdiKr Richtung 
elektrisch leitend ist. Erst beim FUgcn mit Druck und Tem- 
peratur werden einige leitfahige Partikel zwischen den ein- 45 
ander zugewandten ersten und zwdteo Xoataktflidieo 13, 
15 eingeschlossen und defoimiert, so dass sie nach dem \^r- 
netzen des Klebstoffes uod anschlie6«3dem AbkUhlen eine 
dauerfaafte eldctrische A^indung zwischen den Kontakt- 
fl§cheo 13, 15 herstellen. SO 
[0043] Da aufierhalb der verschiedenen Kontaktfl^hen- 
paare 13, 15 kein ausreichender Druck erzeugt wird, behSlt 
der Klebstofif 24 dort sdne nichtleiteoden Hgenschaften 
und kann pioblemlos die Funktion des UnderfUlers ubemeh- 
men. SS 
[0044] Durch die Kontaktierung mittels anisotropem 
Klebstoff 24 kann auf den Einsatz von LotkUgelchen oder 
Goldbumps veizichtet werden. 

[0045] Es ist vortdlhaft, wenn die Rampen 17 der einer 
gemeinsamoi Kontaktierungszc^ie 14 zugeordneten K(x>- fio 
taktieiungshdcker 7 so ojiendert sind, dass ihre Abgange 25, 
zwedanMBigerweise symmetrisch, voneinander wegstieben. 
Auf diese Weise kann ein Wegschwimmeo des Chips bd 
sdno* Ratziening im anisotiopen Xlebstoff 24 vomieden 
werden. 65 



Patentansprik^e 

1. Spritzgegosseoe Schaltungstrager mit einem lYS- 
gersubstrat (4), das mindesteas dnen bezUglich der be- 
nachbaiten Substrat-GnmdflSche (8) votstehenden 
Kontaktienmgshdcker (7) aufweist, an dessen Stimfla- 
che eine zur Flip-Chip-Kontakdeiung eines Chips (3) 
geeignete KontaktO^e (13) ange<»xinet ist, die Be- 
standteQ eii^ ^tlang eines Laserstrahlaktivieiten 
Oberilgchenbeieiches des l^Mgersubstrates (4) vedau- 
fenden Lcitwbahn (6) ist, die zwischen der Substrat- 
Grundflache (8) und der Hodcer-Stimflgche (9) auf ei- 
ner im Beidch des Au£enumfanges des Kontaktie- 
nmgshockors (7) vorgesehraien Rampe (17) verlSuft 

2. Schaltungstragear nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die tJbeigangsbereiche (18, 19) 
zwischen der Rampe (17) und der Substrat-Gnmdfla- 
che (8) sowie der Hocker-StimflSche (9) abgerundet 
sind 

3. Schaltungsnrligex nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Rampe (17) zwischen den 
bdden Obeigangsberdchen (18, 151) zur Substrat- 
GiundflSche (8) und zur HQcker-Stimfltehe (9) dne 
durchgeheod glddibleibendc Steigung besitzt 

4. SchaltungstrMger nach dnem der AnspHiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzdchnet, dass die Ndgung der Rampe 
(17) kleiner oder gleich 45** isL 

5. SchaltungsO^ger nach dnem der Anspr(k;he 1 bis 4, 
dadurch gek^mzdchnet, dass die Rampe (17) an ei- 
nem an einer Stelle des Umfanges des Kootaktieiungs- 
hackers (7) angeoidneten RampenkSiper 03) ausge- 
bildetist. 

6. Schaltungstr^er nach dnem der Anspriiche 1 bis 5, 
dadurch gekennzdchnet, dass der Kontaktierungsh5k- 
kef (7) mit sich zur H^kcr-Stimflflche (9) hin vcxrin- 
gemdem Querschnitt abgestuft isL 

7. SchaltupgstrSger nach einem der Anspniche 1 bis 6, 
gekennzeiclmet dutch mehiore, an der gleichea Seite 
des Triigersubstrates (4) angeonlnete Kontakdeiungs- 
hackerCT). 

8. Schaltungstrager oach einem der Anspniche 1 bis 7, 
gekennzeiclmet durch mehrere, in einer Kontaktie- 
rungszone (14) angeordn^e Kontakderungshocker (7), 
deren Rampen (17) so angeordnet sind, dass ihre Ab- 
gange (25), zweckmaBigerweise in symmetrischer Ad- 
ordnung, voneinander wegstreben. 

9. Elektrische Schaltungsanoidnung mit einem Schal- 
tungstrager (2) gemSS dnem der AnsprQche 1 bis 8 und 
mit mindestens einem daian in Flip-Chip-Tbcfanologie 
fixierten Chip (3). 

10. Schaltungsanoidnung nach Anspruch 9, gek^m- 
zeichnet durch mehrere, in ein^ Kontakderungszone 
(14) des Schaltungstrigers (2) angeordnete Kontaktie- 
rungshocker (7), auf denen ein in Flip-Chip-Tfechnolo- 
gie kontakdeiter Chip (3) sitzt 

IL Schaltungsanoidnung nach Ansprucfa 10, dadurch 
gekennzdchnet, dass der Chip (3) auf die Kontakde- 
rungshodcer (7) aufgeklebt ist 

12. Schaltungsanoidnung nach Anspruch 10 oder 11, 
dadurch gekennzdchnet, dass der Chip (?) durch an- 
isotrop leitenden Klebstoff (24) auf die K<^takde- 
ningshSdcer (7) aufgeklebt ist 

13. Schaltungsanoidnung nach Ansf^uch 12, dadurch 
gekennzdchnet, dass der anisotrop Idtende Klebstoff 
(24) gleichzdtig als Underfiller zwischen Chip (3) und 
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'Mgersubstrat (4) plazieit ist 



Ifierzu 2 Sdte(D) ZdcfanupgeQ 
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